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Positiv-E-Beam Resist AR-P 7400

E-Beam Resists

Stand: Mai 2019

AR-P 7400 E-Beam Resist flir mix & match

Plasmadtzstabliler E-Beamresist fur die Herstellung integrierter Schaltkreise und Masken

Charakterisierung Eigenschaften |
- E-Beam, Tief-UV, g-line, i-line: positiv und negativ Parameter / AR-P 740023
- mittlere Empfindlichkeit Feststoffgehalt (%) 23
- prozessstabil, plasmadtzresistent Viskositat 25 °C (mPas) 6
- fir E-Beam-Bestrahlung vorgesehen Schichtdicke/4000 rpm (um) 0,60
- fur UV-Belichtung geeignet (A = 310-450 nm) Auflésung bester Wert (nm) 40
- mix & match maglich Kontrast 4 (pos.) ; 10 (neg)
- Novolak-Naphthochinondiazid-Kombination Flammpunkt (°C) 42
- Safer Solvent PGMEA Lagerung bis 6 Monate (°C) 8-12
Spinkurve Eigenschaften |l
Glas-Temperatur (°C) 108
1517 Dielektrizitatskonstante 31
[ \ Cauchy-Koeffizienten No 1,620
10 N, 57,0
H \1 N, 2204
& = I\'\.b__.\’\ Plasmajtzraten (nm/min) Ar-Sputtern 8
I TR (5 Pa, 240-250 V Bias) O, 169
I CFy4 40
o0 B gme s s e wa s 80 CFy4 89
e +16 Oy
Strukturauflésung Resiststrukturen
AR-P 7400.23

150 nm Saulen bei einer
Schichtdicke von 1,43 pm

(Negativprozess)
Prozessparameter Prozesschemikalien
Substrat Si 4* Wafer Haftvermittler AR 300-80 neu
Temperung 90 °C, 10 min hotplate Entwickler AR 300-47, 300-26
Belichtung Raith Pioneer, 30 kV VerdUnner AR 300-12
Entwicklung AR 300-26, 1:6, 60 s Remover AR 300-76, AR 600-71
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Positiv-E-Beam Resist AR-P 7400

Prozessbedingungen - Positiv

Dieses Schema zeigt ein Prozessierungsbeispiel fir die Resists AR-P 7400. Die Angaben sind Richtwerte, die
auf die eigenen spezifischen Bedingungen angepasst werden mussen. VWeitere Angaben zur Prozessierung
<, Detaillierte Hinweise zur optimalen Verarbeitung von E-Beamresists”. Empfehlungen zur Abwasserbehandlung
und allgemeine Sicherheitshinweise <= ,Allgemeine Produktinformationen zu Allresist-E-Beamresists®.

Beschichtung .ﬂ AR-P 7400.23
4000 rpm, 60 s
0,6 um
Temperung (= 1 °C) el 85 °C, 2 min hot plate oder
85 °C, 30 min Konvektionsofen
E-Beam-Bestrahlung Raith Pioneer (Punktstrahler), Beschleunigungsspannung 30 kV
gl Bestrahlungsdosis (E,): 200 uClcm?
UV-Belichtung (optional) UV-Belichtungsdosis (E,, BB-UV): 80 mj/cm? (fur mix & match)
Entwicklung 1ol ! AR 300-26, 1:6
(21-23 °C + 0,5 °C) Puddle Q’J 60 s
Spulen DI-H50, 30's
Nachtemperung 2 120 °C, 1 min hot plate oder 120 °C, 25 min Konvektionsofen
(optional) TR R fur eine leicht verbesserte Plasmaatzbestandigkeit
Kundenspezifische e z.B. Erzeugung der Halbleitereigenschaften
Technologien H
Removing e AR 300-76 oder O,-Plasmaveraschung

Verarbeitungshinweise

Mix-&-match Anwendungen konnen im Positiv-Modus einfacher durchgefiihrt werden. Hierbei werden die kleinen
Strukturen mittels E-Beam geschrieben, dann werden die grof3en Flichen UV-maBig belichtet. Danach erfolgt die
Entwicklung in einem Schritt. Die mix-&-match-Prozesse sind fur die beiden Belichtungsmethoden E-Beam- und
UV-Lithographie sorgfiltig aufeinander abzustimmen.

Der flexibelste Entwickler fur den Resist AR-P 7400.23 ist der AR 300-26. Durch eine Verdlinnung des Entwicklers
kénnen der Kontrast und die Entwicklungsgeschwindigkeit in einem hohen Maf3e beeinflusst werden. Es sind Ent-
wicklerverdiinnungen von 1: 2 bis 1: 8 mit DI-Wasser moglich. Eine starkere Verdinnung fuhrt im Positiv-Modus zu
einer Erhohung des Kontrastes und zu einer Verlangsamung der Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Entwicklungszeit
sollte zwischen 30 und 60 Sekunden betragen.

Entwicklungsempfehlungen |:| optimal geeignet |:| geeignet
Entwickler AR 300-26 AR 300-35 AR 300-40
AR-P 7400.23 1:6 1:2 300-47,1:3
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Positiv-E-Beam Resist AR-P 7400

E-Beam Resists

Stand: Mai 2019

Prozessbedingungen - Negativ

Dieses Schema zeigt ein Prozessierungsbeispiel fir die Resists AR-P 7400. Die Angaben sind Richtwerte, die
auf die eigenen spezifischen Bedingungen angepasst werden mussen. Weitere Angaben zur Prozessierung
& Detaillierte Hinweise zur optimalen Verarbeitung von E-Beamresists”. Empfehlungen zur Abwasserbehandlung
und allgemeine Sicherheitshinweise <= ,Allgemeine Produktinformationen zu Allresist-E-Beamresists®.

Beschichtung

AR-P 7400.23

4000 rpm, 60 s, 0,6 um

Temperung (= 1 °C)

85 °C, 2 min hot plate oder

85 °C, 30 min Konvektionsofen

E-Beam-Bestrahlung

Raith Pioneer (Punktstrahler), Beschleunigungsspannung 30 kV

Bestrahlungsdosis (E,): 125 uC/cm?, kein mix-&-match maglich

Image Reversal Bake -
Umkehrtemperung

105 °C, 5 min hot plate oder 100 °C, 25 min, Konvektionsofen

Flut-Belichtung

Maskaligner i-line
Belichtungsdosis (E,): 200 mj/cm?

Technologien

Entwicklung AR 300-26, 1: 6 verdunnt

(21-23 °C £ 0,5 °C) Puddle 60 s

Spulen DI-H,0O, 30's

Nachtemperung o 120 °C, 1 min hot plate oder 120 °C, 25 min Konvektionsofen
(optional) ?:?‘.??:‘-‘.?’.:???" fur leicht verbesserte Plasmadtzbestandigkeit

Kundenspezifische Lyl z.B. Erzeugung der Halbleitereigenschaften
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Removing
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AR 300-76 oder O,-Plasmaveraschung

Verarbeitungshinweise

Bei Mix-&-Matchanwendungen im Negativmodus werden die Prozessschritte um eine Temperung und Flutbelich-
tung nach der bildmaBigen Primarbelichtung erweitert Damit wird das Verfahren sehr komplex. Der flexibelste
Entwickler fur den Resist AR-P 7400.23 ist der AR 300-26. Durch eine Verdinnung des Entwicklers kénnen der
Kontrast und die Entwicklungsgeschwindigkeit in einem hohen Maf3e beeinflusst werden. Es sind Entwicklerverdin-
nungen von 1: 3 bis 1: 8 mit DI-VWasser moglich. Im Negativ-Modus fuhrt ein relativ starker Entwickler (AR 300-26)
zu besseren Ergebnissen. Die Entwicklungszeit sollte zwischen 30 und 60 Sekunden betragen.

Entwicklungsempfehlungen

|:| optimal geeignet |:| geeignet

Entwickler AR 300-26

AR 300-35 AR 300-40

AR-P 7400.23 1:6

1:2-2:3 300-47,1:2
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